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pn Eklemi
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p tarafindaki elektron enerjileri, n tarafindaki elektron
enerjilerinden buytktiir.

Cunkl Vn potansiyeli Vp potansiyelinden fazladir.

[(Enerji)=-q(volt) iliskisi]

Elektronlarin enerji seviyesiyle ilgilendigimizden yiik (-q) olur.
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Vo

Ve

Elektrostatik potansiyel

W: Gegis bolgesi (transition region)
Vo: Denge temas potansiyeli (equilibrium contact potantial)
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Ileri ve Ters Kutuplama Etkisi

Streetman ve Jaeger’in kaynak kitaplarinda ileri ve ters
kutuplama etkisini, potansiyel bariyerin artmasi/ azalmasi ve
buna bagh olarak elektron ve hole lerin eklemi daha rahat veya
daha zor ge¢mesi esasina dayali olarak anlatilmistir.

Boylestad’in kaynak kitabinda ise ters kutuplama durumunda n
icinde c¢ok sayida bulunan serbest elektronlarin kaynagin
pozitif kutbuna dogru c¢ekilerek, n yakin olan uzay yiik
bolgesindeki (+) 1yon sayisinin artacaglr esasina dayali
anlatilmistir.
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Serbest elektron ¢ekilirse n i¢ginde bulunan p atomu bir elektron
kaybederek (+) yliklii 1yon haline doniisiir. Boylece uzay yiik
bolgesi genisler.

Hole cekilirse (ya da hole bulunan yere elektron gelirse)
buradaki Al atomu ylikli (-) iyon haline doniisiir. Uzay yiik
bolgesi genisler.
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Denge fleri kutuplama Ters kutuplama
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Sekil Kutuplamanin pn eklemindeki etkileri (Streetman, 2006, sekil 5.13)
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Sekil Kutuplamanin pn eklemindeki etkileri (Streetman, 2006, sekil 5.13)
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Ileri kutuplama durumunda yayimm (difiizyon) akimlari

[leri kutlamada, potansiyel bariyeri azaldigindan yayimmim
akimlar artar:

- n tarafi iletkenlik bandinda yer alan daha fazla sayida
elektron n den p ye diflizyon 1¢in yeterli enerjiye sahip olur.

- Benzer durum p’den n’ye deliklerin diflizyonu i¢in de
sOylenebilir.
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Ters kutuplama durumunda yayimnim (difiizyon) akimlari

Potansiyel bariyeri artar (Vo+Vs) parcaciklar bu bariyeri asacak
yeterli enerjiye sahip degildirler.

Bu nedenle difiizyon akimi, ters kutuplamada ¢ok kiigiik degere
sahiptir ve sifir kabul edilebilir.
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Ileri ve ters kutuplama siiriiklenme akimi (drift current)

Suriklenme akimlari, potansiyel bariyer yiiksekliginden
(goreceli olarak) etkilenmezler. Yani uygulanan voltajdan
etkilenmezler.

- Strtiklenme akimi, tasiyicilari ne kadar hizli gectigi ile

degil ne kadar sicaklikta gectigi ile belirlenir (Streetman,
2006, s. 182)

- Elektron drift akim (electron drift current); bir elektronun
p’den n’ye ne kadar hizhi siriiklendigine bagli degil,
bariyerden saniyede gecen elektron sayisina baghdir
(Streetman, 2006, p.183)
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